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quả khảo sát sự phụ thuộc của hệ số hấp thụ vào năng lượng photon khi thay đổi từ

trường B và nhiệt độ T cho thấy sự xuất hiện của các đỉnh cộng hưởng cyclotron,

đồng thời khảo sát vị trí của các đỉnh cộng hưởng vào từ trường B. Quá trình hấp

thụ hai photon đóng góp đáng kể vào phổ hấp thụ cho thấy tầm quan trọng của các

quá trình hấp thụ nhiều photon và việc nghiên cứu các quá trình này là cần thiết

trong lĩnh vực quang phi tuyến. Các kết quả trên là cơ sở cho các nghiên cứu ứng

dụng của vật liệu mới - graphene có độ rộng vùng cấm hữu hạn trong việc chế tạo

các thiết bị quang – điện tử nano.
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